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PROCEDE DE PREPARATION ET D' ASSEMBLAGE DE SUBSTRATS 

Domaine technique et art anterieur 

1/ invention concerne le domaine de 
1' assemblage de plaques ou de tranches ou de couches de 
materiaux, notamment semi-conducteurs, et de leur 
preparation en vue de leur assemblage. 

Parmi les techniques d' assemblage de tels 
substrats, 1' adhesion moleculaire permet d' assembler 
des structures planes, presentant une faible rugosite 
de surface. 

Elle permet d'obtenir des structures 
originales et est particulierement bien adaptee pour 
associer entre elles des plaques de materiaux utilisees 
pour la microelectronique, telles que, par exemple, des 
plaques de silicium, ou de materiaux Ill-v (AsGa, InP) , 
ou des substrats en verre ou en silice fondue. 

Aujourd'hui cette technique est utilisee 
industriellement par exemple pour fabriquer du materiau 
SOI (silicium sur isolant ou « Silicon On Insulator ») . 

Les procedes connus de fabrication de 
materiaux SOI qui utilisent 1' adhesion moleculaire 
mettent en oeuvre deux plaques 2, 4 de silicium (figure 
1, partie A), dont au moins une des deux presente une 
25 couche 6 d'oxyde en surface. 

Ces deux plaques sont de dimensions 
standards. Les bords 5, 7 en sont generalement 
chanfreines, afin d'eviter les cassures susceptibles de 
se produire au cours des procedes ulterieurs de 
fabrication des composants ou en cas de chocs sur des 
arretes qui seraient restees vives. II existe des 
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chanf reins de forme arrondie et/ou biseautee. La figure 
2 represente de maniere plus detaillee un exemple d'une 
zone de chanf rein 5, de largeur L (mesuree dans un plan 
parallele au plan moyen P de la plaque), d'une plaque 

5 4, d'epaisseur e. 

L' assemblage comprend d' abord une etape de 
preparation de surface, une etape de mise en contact 
(figure 1, partie B) , suivi generalement d'une etape de 
traitement thermique . 
10 De facon classique ce traitement thermique 

est realise a 1100°C durant 2h pour les substrats SOI. 

Ensuite, comme illustre sur la figure 1, 
partie C, au moins une des deux plaques est amincie par 
rectification et/ou polissage mecanique et/ou polissage 

15 mecano-chimique . 

Les chanf reins 5, 7 entrainent la presence 
d'une zone non collee sur les bords de plaque. 

Apres amincissement, une membrane 8 en 
silicium reste done collee au centre, mais est decollee 
20 sur les bords, comme on le voit sur la figure 1, 
partie C. 

Le bord non colle de la membrane doit etre 
elimine, car il est susceptible de se casser de facon 
non contrdlee et d' induire des particules sur les 
25 autres surfaces, et notamment sur la surface 9 de la 
membrane 8, ou sur des composants realises dans la 
membrane 8 . 

Pour cela une etape de detourage ou 
d' elimination de matiere en zone peripherique est 
30 realisee afin d'eliminer cette zone de bord de la 
membrane 8, comme illustre sur . la figure 1, partie D. 
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Ce detourage est generalement realise par 
un moyen mecanique. 

Cette etape est tres delicate • Par exemple, 
dans le cas d' un usinage mecanique, il est difficile de 
detourer tout en s'arr§tant precisement au niveau de 
1' interface de collage, qui est ici la surface 
superieure de la couche 6 d' oxyde . En effet, soit on 
s'arrete juste au-dessus de cette interface et il reste 
une partie de matiere au-dessus de celle-ci, soit on 
s'arrete dans le support 2 et l'etat de surface poli 
des bords de la face avant du support est perdu. 

II est done important de trouver un moyen 
de detourer proprement et precisement une plaque de 
materiau , 

Ce phenomene est egalement important dans 
le cas ou au moins une des deux plaques contient tout 
ou partie d' un dispositif 61ectronique, ou 
optoelectronique, ou un microsysteme, ou un 
nanosysteme, ou un autre composant . 

Le m§me probleme se pose si 1 ' assemblage 
des deux plaques est realise par collage au lieu de 
l'etre par adhesion moleculaire, ou encore en 1' absence 
de couche 6 d r oxyde en surface de la plaque 12. 

EXPOSE DE L' INVENTION 

1/ invention concerne un procede d' assemblage 
d'une premiere et d'une deuxieme plaques de materiaux, 
comportant : 

- une etape de detourage d' au moins la premiere 
plaque, 
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- une etape d' assemblage de la premiere plaque, 
detour ee, et de la deuxieme plaque. 

Selon 1' invention, une etape d'usinage ou 
de detourage, ou d' elimination de la matiere dans une 
portion peripherique d' au moins la premiere plaque, est 
done realisee avant de ooller ou d' assembler les deux 

plaques entre elles . 

Une etape d' amincissement d' au moins la 
premiere plaque peut ensuite etre realisee, laissant 
subsister une couche sur la deuxieme plaque. On a ainsi 
realise un report ou un transfert de cette couche. 

1/ invention concerne aussi un procede de 
report ou de transfert d'une couche de materiau ou de 
circuits ou de composants, dite couche a reporter ou a 

transferer, comportant : 

- le detourage d'une premiere plaque de 
materiau, ou 1' elimination de matiere dans une portion, 
peripherique d'une premiere plaque, dans laquelle la 
couche a reporter est realisee, au moins dans une zone 
localisee autour ou a la peripherie de cette couche a. 
reporter, 

- le report, ou le transfert, de cette 
couche sur une deuxieme plaque de materiau. 

Ce report ou ce transfert est effectue par 
assemblage de la premiere et de la deuxieme plaque puis 
amincissement de la premiere plaque. 

La premiere plaque du procede d' assemblage 
ou de report ou de transfert est par exemple une plaque 
chanfreinee, presentant au moins un bord chanfreine. Le 
detourage concerne alors au moins une partie du bord 
chanfreine. II peut aussi attaquer une partie, 
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notamment peripheric^, de la couche a reporter ou a 
transferer. 

Le procede d' assemblage ou de report selon 
1' invention permet done d'obtenir une structure avec 
une premiere plague, eventuellement chanfreinee , tres 
bien detouree avant assemblage, le detourage ne posant 
pas les problemes exposes ci-dessus dans le cadre de 
l'art anterieur, problemes induits par la presence de 
la deuxieme plaque. 

II peut s'appliquer aussi bien a des 
plaques contenant tout ou partie d'un composant 
electronique ou autre, qu'a des plaques brutes, telles 
que des plaques dites « bulk ». 

Les etapes de detourage avant assemblage 
peuvent etre realisees avant ou apres d' eventuelles 
etapes de preparation de surface en vue de 1' assemblage 
ou du report . 

La premiere plaque peut etre detouree sur 
toute son epaisseur, ou sur une epaisseur inferieure, 
par exemple egale ou superieure a 1' epaisseur finale de 
la couche que l'on souhaite obtenir ou reporter sur la 
deuxieme plaque . 

Selon une variante, le detourage peut aussi 
etre realise sur une epaisseur qui est inferieure a 
25 cette epaisseur finale. 

Dans ce cas, il peut etre interessant de 
finir le detourage, de facon classique, apres 
assemblage, par l'une ou 1' autre des deux faces de la 
premiere plaque. 

30 Si les substrats ou plaques ont des 

dimensions intitiales ou de diametres initiaux 
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comparables, l'epaisseur du detourage peut etre telle 
que la plaque detouree a, apres detourage, une 
dimension ou un diametre inferieur a celui de 1' autre 
plaque . 

5 De facon preferentielle, dans le cas ou la 

premiere plaque comporte une tombee de bord ou un 
chanfrein, la largeur, mesuree dans le plan de la 
plaque, sur laquelle la plaque superieure est detouree, 
est superieure ou egale a la largeur de la tombee du 
10 bord ou du chanfrein. 

Elle peut aussi avoir une largeur 
superieure ou egale a la largeur de la zone qui ne peut 
pas coller ou etre assemblee a cause de la tombee de 
bord ou du chanfrein. 
15 La premiere plaque peut comporter une zone 

ou un plan de f ragilisation ou de clivage, creee en 
profondeur par exemple par implantation d'hydrogene ou 
par ■ creation d' une zone poreuse enterree ou par 
creation d'une interface de collage demontable. 
20 Lorsque l'epaisseur de la zone detouree est 

superieure a l'epaisseur de la couche mince a obtenir, 
cette plaque detouree peut etre recyclee, sans meme 
necessiter un detourage avant collage sur un nouveau 
substrat. Un nouveau plan de f ragilisation peut alors 
25 etre cree, puis il peut y avoir un assemblage direct 
avec un nouveau substrat. 

L' assemblage des. deux plaques peut etre 
realise par adhesion moleculaire ou par collage, par 
apport de matiere comme par exemple une colle ou une 
30 cire. 
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BREVE DESCRIPTION DES FIGURES 

La figure 1, parties A-D, represente des 
etapes d' un procede connu d' assemblage de substrats, 

la figure 2 represente une partie d'un 
substrat et de sa tombee de bord, 

la figure 3, parties A-D, represente des 
etapes d'un procede selon 1' invention, 

la figure 4, parties A-C et 5, parties A-B 
represente une variante d'un procede selon 1' invention, 
la figure 6, parties A-D, represente une 
variante d'un procede selon 1' invention, dans le cas 
d'un substrat muni d'un plan de f ragilisation, 

la figure 7, parties A-D represente une 
variante d'un procede selon 1' invention, dans le cas 
d'un substrat muni d'une couche de protection ou de 
collage, 

la figure 8, parties A-B represente des 
plaques detourees en vue de face, 

la figure 9 represente une plaque de 
materiau avec epaulement lateral. 

EXEMPLE DE MODES DE REALISATION DE L' INVENTION 

La figure 3, parties A-D represente des 
etapes d'un procede selon 1' invention. 

Deux plagues 12, 14 sont selectionnees , par 
exemple deux plaques de materiau semi-conducteur , 
telles que des plaques standards de silicium. 

Typiquement ces plaques peuvent avoir des 
epaisseurs comprises entre 300 urn et 800 urn. Ce sont 
par exemple des plaques de 100 mm ou 200 mm ou 300 mm 
30 de diametre. 
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Pour les raisons deja evoquees ci-dessus, 
les bords 15, 17 en sont chanf reines . 

Des composants ou des circuits 16 peuvent 
avoir ete prealablement realises dans la plaque 12, 
mais 1' invention concerne aussi le cas d'une plaque 12 
vierge de tout circuit, la reference 16 designant alors 
une couche de materiau a reporter sur la plaque 14. Sur 
la figure 3, partie B, la surface de cette couche 16 de 
circuits ou de materiau a reporter ou a transferer 
affleure la surface de la plaque 12. 

Une etape de detourage, ou d' elimination de 
la matiere, est ensuite realisee (figure 3, partie B) , 
a partir de la face 19' de la plaque 12 a assembler avec 
la plaque 14, sur une epaisseur ed et une largeur Ld. 
Cette derniere etant mesuree dans un plan parallele au 
plan moyen de la plaque . Cette etape, realisee avant 
l'etape d' assemblage ou de report sur la plaque 14, 
permet d'eliminer, au moins partiellement et a partir 
de la face d' assemblage 19, la matiere situee dans la 
zone peripherique, ou situee autour de la couche 16 a 
reporter, zone qui est susceptible de presenter les 
problemes causes par les bords non colles . 

Ld est de preference superieure ou egale a 
la largeur L de tombee de bord ou de chanf rein (figure 
2). Elle peut etre de l'ordre de quelques centaines de 
um a quelques mm, par exemple comprise entre 100 um et 
5 mm. 

Ld est notamment superieure a L dans le cas 
ou la zone de non -collage ou qui ne peut adherer avec 
un substrat apres assemblage, comme illustre sur 
l'etape C de la figure 1, est elle-meme superieure a L. 
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En fait, cette zone de « non-collage » ou 
de « non-assemblage » depend de la facon dont est 
realisee la tombee de bord sur la plaque 12 mais' aussi 
sur la plaque 14. 

Elle peut aussi dependre d' etapes 
technologiques qui peuvent avoir ete prealablement 
realisees sur la plaque superieure 12 et sur la plaque 
support 14. Par rapport a la largeur L, certaines 
etapes peuvent augmenter la largeur de cette zone non 
collee (par exemple des etapes d'oxydation, ou de 
depot), d'autres peuvent diminuer cette meme largeur 
(une etape de planarisation ou d' applanissement ou de 
polissage par exemple) . 

Ld pourra done etre superieure ou egale a 
la largeur de cette zone de non-collage ou de non- 
assemblage . 

L'epaisseur ed sera quant a elle inferieure" 
£ l'epaisseur e de la plaque. Elle peut etre 
sensiblement egale ou superieure ou inferieure a 
l'epaisseur de la couche 16 (etape D, figure 3) ou de 
la membrane devant etre obtenue apres 1' etape 
ulterieure d' amincissement ou de report sur la plaque 
14. 

A titre d' exemple ed peut etre de l'ordre 
de quelques um ou comprise entre 1 um (ou 10 um) et 100 
um ou encore entre 5 um et 60 um. La couche 16, quant a 
elle, peut avoir une epaisseur comprise, par exemple, 
entre 1 pm et 60 um. 

Si ed est inferieure a l'epaisseur de la 
couche 16 (etape D, figure 3) ou de la membrane devant 
etre obtenue apres 1' etape ulterieure d' amincissement 
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ou de report, alors 1' etape d' assemblage peut etre 
suivie d'un detourage complementaire de la portion de 
substrat 12 restante, comme il sera explique ci- 
dessous . 

L'etape de detourage avant assemblage peut 
etre realisee de facon mecanique, et/ou chimique 
(notamment humide) et/ou par plasma et/ou mecano 
chimique. Le detourage mecanique peut etre realise par 
exemple par rectification (en anglais « edge grinding » 
ou « edge polishing ») . 

II est ensuite procede a 1' assemblage des 
deux plaques (etape C, figure 3) par exemple par 
adhesion moleculaire . 

Comme deja explique ci-dessus, 1' assemblage 
comporte par exemple une etape de preparation de 
surface, une etape de mise en contact et une etape de 
traitement thermique . 

Ce traitement thermique est realise a 
quelques centaines de °C, par exemple entre 100 et 
1200°C, par exemple encore 1100°C, et ce pendant une 
duree comprise entre quelques minutes et quelques 
heures, par exemple entre 10 minutes et 3 heures, par 
exemple encore 2 heures . 

Ensuite, comme illustre sur la figure 3 
(etape D) , au moins une des deux plaques est amincie 
jusqu'a l'epaisseur desiree,. par exemple sur une 
epaisseur sup6rieure ou egale a e - ed, par 
rectification et/ou polissage mecanique et/ou polissage 
mecano-chimique et/ou polissage chimique. Sur la figure 
3 (etape D) la plaque amincie est la plaque 13 
pr6alablement detouree . 
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Apres amincissement de cette derniere, une 
membrane en materiau semi-conducteur, ou bien la couche 
16 de composants ou de circuits, reste done collee ou 
assemblee avec la plaque 14, vers son centre. II n'y a 
aucune membrane laterale ou aucun residu lateral non 
colle. Le report ou le transfert de la couche 16 est 
done meilleur qu'avec la technique de l'art anterieur. 

La figure 4, partie A, correspond au cas, 
deja evoque ci-dessus, ou la profondeur ed sur laquelle 
la plaque 12 a ete detouree avant assemblage est 
insuffisante pour pouvoir completement degager la 
couche 16 lors de l'etape d' amincissement . 

L' assemblage, qui a conduit a la structure 
de la figure 4, partie A, peut alors etre suivi d'un 
detourage complementaire, a partir des bords 13 situes 
du c6te de la face avant ou de la face d' assemblage, 
afin d'obtenir une zone detouree sur une epaisseur ed 
superieure a celle de la couche 16 (figure 4, partie 
B) . 

II est egalement possible de realiser ce 
detourage complementaire a partir des bords 21 situes 
en face arriere, opposee a la face d' assemblage . 

Cette etape de detourage complementaire est 
affranchie des problemes 'evoques dans 1' introduction a 
la presente demande : il n'y a notamment pas de risque 
d'attaque du substrat 14. Elle peut ensuite etre suivie 
de l'etape d' amincissement du substrat 12, comme deja 
decrit ci-dessus (figure 4, partie C) . 

On obtient la encore un report ou un 
transfert exempt de membrane ou de residus lateraux. 
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Selon une variante, la plaque 12 est 
completement detouree, sur toute son epaisseur (figure 
5, partie A) . C'est en fait le cas ou ed = e. 

L'etape d' assemblage conduit au dispositif 
represents en figure 5, partie B, qui peut ensuite 
etre aminci comme explique ci-dessus. 

La plaque 12 a alors une. largeur ou un 
diametre inferieur a celui de la plaque 14. 

Comme illustre sur la figure 6, partie A, 
1' invention s' applique aussi a un substrat 22 de depart 
dans lequel a ete realise un plan de f ragilisation 26, 
par exemple par implantation ionique prealable 2 6 (par 
exemple une implantation d'hydrogene) ou par formation 
d'une zone poreuse enterree, comme explique par exemple, 
dans l'ouvrage de S.S.Iyer et al. « Silicon wafer * 
bonding Technology for VLSI and MEMS applications», , 
published by INSPEC, 2002, Antony Rowe Ltd, ou par^ 
formation d'une interface de collage demontable. < 
II est ensuite procede au detourage de ce, 
substrat (figure 6, partie B) , sur une partie de son 
Epaisseur ou sur toute son epaisseur, comme deja 
explique ci-dessus, puis a 1' assemblage des deux 

substrats 22, 24. 

Par exemple, un traitement thermique permet 
de separer le substrat 22 au niveau de la couche 
d' implantation ionique d' ions hydrogene 26 (figure 6, 
partie D) . 

II en resulte, d'une part un ensemble forme 
du substrat 24 muni d'une couche superf icielle 28 de 
materiau issu du substrat de depart 22, d' autre part un 
substrat 23, qui provient lui aussi du substrat de 
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depart 22 et qui est reutilisable pour des operations 
ulterieures. Si l'epaisseur sur laquelle le substrat 22 
a ete detoure est superieure a l'epaisseur de la couche 
28 a reporter, ce substrat 22 peut notanunent subir une 
nouvelle implantation d'ions ou d'atomes, puis une 
nouvelle etape de transfert, ou de report, apres 
assemblage avec un nouveau substrat 24, mais sans qu'il 
soit necessaire d'effectuer une nouvelle etape de 
detourage. 

L' invention, telle que decrite ci-dessus en 
liaison avec 1'une des figures 3-6, s' applique aussi 
au cas ou le substrat 12, 22 de depart a la forme 
illustree sur la figure 9, avec un epaulement 25 sur 
les bords de la plaque. 

Ces epaulements definissent un renfoncement 
situe a une profondeur p, par exemple comprise entre 50 
nm et 2 urn. 

It' etape de detourage permet d'enlever ces 

epaulements . 

Une etape d' implantation ionique, pour la 
formation d'un plan de f ragilisation 26, peut avoir 
lieu avant, ou apres, cette etape de detourage : on 
obtient alors une plaque identique a celle representee 
sur la partie B de la figure 6. Les etapes suivantes de 
25 la figure 6 peuvent alors etre enchainees comme decrit 
ci-dessus . 

On peut egalement former de maniere 
efficace.des structures de type BSOI, ou SOI epais. 
L' etape d' amincissement est alors mecanique et/ou 
30 m6cano-chimique . 
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Selon un autre exemple, des composants 
electroniques sont realises dans une plaque telle que 
la plaque 12 (figure 3A) sur une epaisseur 
superficielle par exemple comprise entre 1 et 10um. 

On detoure par rectification, ou « surface 
edge grinding », le bord de plaque sur une epaisseur ed 
de 50um et sur une largeur Ld de 3 mm. 

Cette etape de detourage peut etre realisee 
avant la preparation de surface (par exemple par 
planarisation mecano-chimique suivie d'un nettoyage 
chimique) et afin de diminuer le nombre de nettoyages 

avant assemblage. 

Ensuite on colle par adhesion moleculaire 
la plague detouree (contenant les composants) sur la 
plaque support. On recuit la structure par exemple a| 
une temperature de 300 °C et pendant une duree comprise-, 
entre quelques minutes et quelques heures. 

Puis on amincit la plaque superficielle par. 
rectification et polissage mecano-chimique (figure 3,,-* 
partie D) et/ou chimique jusqu'a une epaisseur de, par 

exemple, lOum. 

On obtient alors une couche reportee 

contenant des composants, transferee sur une plaque 
support . 

Selon un autre mode de realisation, la 
plaque 12 contient des composants 16 et est recouverte 
en surface d'une couche 18 de protection, par exemple 
une couche d' oxyde 18 (figure 7, partie A) . Ce peut 
etre aussi une couche de collage. 

Par lithographie, est definie une couronne 
20 qui va corresponds a la zone a detourer. Une etape 
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d' attaque chimique locale permet d'eliminer, au niveau 
de cette zone, la couche 18 de protection (figure 7, 
partie B) . 

Le bord du substrat 12 est ensuite attaque 
(figure 7, partie C) , par exemple par attaque chimique 
(ex. TMAH) ou par plasma. 

La plaque est ensuite nettoyee, par exemple 
par nettoyage chimique. Selon une variante, le 
nettoyage est integre a 1' attaque chimique. 

II peut ensuite etre precede a 1' assemblage 
sur une plaque 14 comme explique ci-dessus (figure 7, 
partie D) . 

Les parties A et B de la figure 8 
representent chacune, en vue de face, une plaque 40, 42 
avec la couche 41, 43 de materiau autour de laquelle le 
detourage a ete realise. Cette couche 41, 43 est 
destinee a etre reportee sur une deuxieme plaque, selon 
l'un quelconque des modes de realisation exposes ci- 
dessus. Sur la partie A de la figure 8 la plaque est 
munie d' un meplat 44. 

D'une maniere generale, 1' invention 
presente l'avantage de pouvoir etre integree dans un 
precede de fabrication. C'est notamment le cas lorsque 
des composants sont prealablement realises dans les 
25 plaques . 

L' invention s' applique egalement au cas de 
Plaques non chanf reinees, une etape de detourage ou 
d' elimination de matiere dans une zone peripherique 
d'une de ces deux plaques etant neanmoins realisee 
30 avant assemblage des deux plaques. Les autres etapes de 
traitement sont similaires a celles decrites selon l'un 
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ou 1' autre des modes de realisation decrits ci-dessus 

ou ci-dessous. 

Le procede selon 1' invention est egalement 
bien adapte a la fabrication de materiau de type BSOI, 
ou encore au report d' une couche de materiau III-V, sur 
silicium par exemple. 

Dans le cas du BSOI une plaque de silicium 
est d'abord oxydee pour obtenir une couche d'oxyde de 
silicium, qui va servir d'oxyde enterre . 

Cette plaque est ensuite detouree sur une 
zone de largeur 1,5 mm qui correspond a la tombee de 
bord de la plaque, comme explique ci-dessus. 

La surface de la plaque est ensuite 
nettoyee, par exemple par des etapes de nettoyage 
chimique et/ou mecano-chimique . 

Sa surface est collee par adhesion^,, 
moleculaire sur une deuxieme plaque, en- silicium, et 
1' ensemble est recuit a 1100°C durant 2 heures. k 
Une etape de rectification suivie d' un< 
polissage me cano- chimique permet d' amincir la plaque 
jusqu'a l'epaisseur desiree pour obtenir le substrat 
SOI. 

Ce meme procede peut s'appliquer au report 
de materiau III-V tel que 1'AsGa ou 1'InP sur un autre 
materiau tel qu'un semi-conducteur notamment le 
silicium. 

Ce m§me procede peut encore s'appliquer au 
report de materiaux semi-conducteurs tel que le 
Germanium ou le siliciure de germanium (SiGe) sur un 
substrat en un autre materiau tel qu'un semi- 
conducteur, notamment en silicium . . 
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De meme, ce procede peut etre utilise pour 
effectuer un report de plaques de materiaux non semi- 
conducteurs, par exemple des plaques de materiaux 
isolants comme du verre ou du quartz, ou de materiaux 
5 piezo-electriques tels que du LiNb03 ou LiTa03, ce qui 
permet d'obtenir un film mince parfaitement detoure sur 
un support de meme nature ou de nature differente, par 
exemple un substrat semi-conducteur et notamment en 
silicium. 

10 Les Plaques de materiaux preparees et 

assemblies selon la presente invention sont 
essentiellement des plaques de materiau brut, ou 
« bulk » en terminologie anglo-saxonne . 
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REVENDICATIONS 

1. Procede d' assemblage d'une premiere et 
d'une deuxieme plaques (12, 14, 22, 24), dont au moins 
la premiere, dite plaque chanfreinee, presente au moins 
un bord (7, 17) chanfreine, comportant : 

- une etape de detourage d' au moins une 
partie du bord chanfreine de la premiere plaque (12, 
22) , 

puis, une etape d' assemblage de la 
premiere plaque, detouree, et de la deuxieme plaque. 

2. Procede selon la revendication 1, 
comportant en outre, apres assemblage, une etape 
d' amincissement d' au moins la premiere plaque, laissant 
subsister au moins une couche (16) sur la deuxieme. 
plaque . 

3. Procede de report d'une couche (16, 
28) de materiau ou de circuits ou de composants, dite 
couche a reporter, comportant : 

- le detourage d'une premiere plaque (12, 
22) de materiau, dans laquelle la couche a reporter est 
realisee, au moins autour ou a la peripherie de cette 
couche a reporter, 

le report de cette couche sur une 
deuxieme plaque (14, 24) de materiau. 

4. procede selon la revendication 3, dans 
lequel on elimine, lors du detourage, une partie du 
materiau de la couche a reporter. 
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5. Proc§de selon l'une des revendication s 
1 a 4, l'etape de detourage etant realisee sur toute 
1' epaisseur e de la premiere plaque. 

5 6. Procede selon l'une des revendication s 

la 4, l'6tape de detourage etant realisee sur une 
epaisseur ed inferieure a 1' epaisseur e de la premiere 
plaque . 

10 7 • Procede selon la revendication 6, 

l'etape de detourage etant realisee sur une epaisseur 
ed superieure ou egale a une epaisseur d' une couche 
(16, 28) de la premiere plaque a reporter sur la 
deuxi^me plaque. 

15 

8. Procede selon la revendication 7, 
l'etape de detourage etant realisee sur une epaisseur 
ed inferieure ou egale a une epaisseur d'une couche 
(16, 28) de la premiere plaque a reporter sur la 

20 deuxi&me plaque. 

9. Procede selon l'une des revendication 
1 a 8, comportant une etape de detourage complementaire 
apres assemblage des premiere et deuxieme plaques. 
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10. Procede selon l'une des revendications 

1 a 9 l'etape de detourage etant realisee sur une 

epaisseur ed de la premiere plaque comprise entre 1 urn 
et 100 um. 
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11. Procede selon l'une des revendications 
1 a 10, la premiere plaque etant chanfreinee, et 
comportant au moins un bord chanfreine (5) . 

12. Procede selon la revendication 11, 
l'etape de detourage etant realisee sur une largeur Ld, 
mesuree dans un plan parallele a celui de la premiere 
plaque, au moins egale a la largeur L du bord 
chanfreine, mesuree dans le meme plan. 

13. Procede selon l'une des revendications 
1 a 12, l'etape de detourage etant realisee .sur une 
largeur Ld, mesuree dans un plan parallele a celui de 
la premiere plaque, au moins egale a la largeur de la 
zone de cette premiere plaque qui ne pourrait, sans 
detourage, etre assemblee avec la deuxieme plaque 

14. Procede selon l'une des revendications 
1 a 13, l'etape de detourage etant realisee sur .une 
largeur Ld, mesuree dans un plan parallele a celui de 
la premiere plaque, comprise entre 100 um et 5 mm. 

15. Procede selon l'une des revendications 
precedences, la premiere plaque presentant un plan de 
fragilisation (26) definissant une couche mince dans la 
plaque . 

16. Procede selon la revendication 
precedente, la premiere plaque etant detouree sur une 
epaisseur superieure a celle de la couche mince. 
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17. Procede selon la revendication 16, 

suivi : 

d'une etape d' amincissement par 
separation de la premiere plaque le long du plan de 
fragilisation, pour laisser subsister la couche mince 
sur la deuxidme plaque et pour laisser libre une 
portion (23) du premier substrat, 

d'une nouvelle etape de formation d'un 
nouveau plan de fragilisation dans la portion (23) du 
premier substrat restee libre, 

d'une etape d' assemblage de cette 
portion (23) avec un troisieme substrat. 

18. Procede selon l'une des revendications 
15 & 17, le plan de fragilisation etant realise par 
implantation ionique ou par formation d'une zone 
poreuse enterr^e ou par formation d'une interface de 
collage demontable. 

20 19 • Procede selon l'une des revendications 

1 a 18, la premiere plaque comportant un epaulement 
(25) lateral, elimin<§ lors de 1' etape de detourage. 



20. Procede selon l'une des revendications 
1 a 19, 1' assemblage des deux substrats etant realise 
par adhesion moleculaire, ou par collage a l'aide d'une 
substance adhesive. 

21. Procede selon l'une des revendications 
precedentes, des composants ou des circuits (16) ayant 
ete realises dans la premiere plaque avant detourage. ' 
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22. Procede selon l'une des revendications 
precedentes, la premiere plaque etant prealablement 
recouverte d'une couche (18) de protection. 

23. Procede selon la revendication 
precedente, la couche de protection etant eliminee 
localement, avant detourage de la premiere plaque, dans 
une zone situee au-dessus de la zone a detourer de la 
premiere plaque. 

24. Procede selon la revendication 
precedente, 1' elimination locale de la couche de 
protection etant realisee par lithographie et gravure. 

25. Procede selon l'une des revendications 
precedentes, le detourage ayant lieu apres une etape 
prealable de preparation de surface de la premiere 
plaque en vue de 1' assemblage ou du report. 

26. Procede selon l'une des revendications 
1 a 24, le detourage ayant lieu avant une etape 
prealable de preparation de surface de la premiere 
plaque en vue de 1' assemblage ou du report. 

27. Procede selon l'une des revendications 
precedentes, le detourage etant realise par attaque 
mecanique ou chimique ou mecano-chimique ou par attaque 
par plasma ou par combinaison d' au moins deux de ces 
types d' attaque . 
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28. Procede selon l'une des revendications 
precedentes, au moins une des deux plaques etant en 
materiau semi-conducteur 



5 29. Procede selon la revendi cation 

precedente, au moins une des deux plaques etant en 
silicium ou en materiau semi-conducteur de type III-V. 

30. Procede selon l'une des revendications 
10 1 a 27, au moins une des deux plaques etant en 
Germanium ou en siliciure de Germanium ou en un 
materiau piezoelectrique ou en un materiau isolant. 
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